Quanto mais nova a tecnologia, maior a miniaturizagdo dos componentes e menor as alimentacdes dos circuitos
(Wang, 2008). Tais avancos da tecnologia e o crescente uso de VLS| embarcados torna os circuitos suscetiveis
aos efeitos da radiagdo, assim faz-se necesséria a obtencdo de uma técnica que viabilize a extragdo de
parédmetros desses circuitos. A pergunta que norteou o trabalho & “Como medir as propriedades dos
transistores com o minimo de dados possiveis, de forma a poder quantizar efeitos de dose de exposicdo a
radiacBes ionizantes?’. O objetivo é validar um método de extracdo para a quantizacdo dos efeitos em
transistores MOS. Para isso utilizou-se o simulador Hspice, com auxilio das bibliotecas de transistores
oferecidas pela Predictive Technology Model, PTM (Arizona State University); de posse disso realizou-se as
simulagbes individuais dos transistores para cada tecnol ogia desgjada. Ap6s a aquisi¢do dos dados fez-se uso da
ferramenta MatLab, de onde foram extraidos os vaores e plotados os graficos referentes as aguisicdes
necessérias para obtencdo da Voltagem Limiar, Ganho de Transcondutéancia e Mobilidade. Ap6s a simulagéo
adquiriram-se transistores e 0 método foi testado no equipamento Agilent 4156¢ a fim de validar os métodos de
extracdo. Essas etapas serviram para adquirir e testar o0 método; posteriormente transistores seréo expostos a
radiacdo no centro de estudos avancados (IEAV) e entéo sera feita a extragdo dos parametros para confirmar as
alteracOes em transistores com efeitos de TID (Total lonization Dose).



